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POLARIZACION DEL MOS

SOLUCION

%
i

a) Losdiodos estan en conduccién (el zener en rupturay el diodo en directa) debido a la fuente
de tension Ve:

Ve=IR+V,+07—>1=286mA
Para el NMOS, se puede obtener una expresidon que relaciona Vps con Ves:
VDS = IR + VGS

Lo que pone de manifiesto que el transistor no puede estar en triodo, por lo que lo supondremos
en saturacion. Por tanto, podemos expresar V, en funcion de Vs mediante dos expresiones, que
combinadas nos dan la solucién:

Vs + 0.7 — Vgs

V, = Kw Vee =437V >V, =11.33V
? IpsRy, = ET (VGS - VTH)ZRL as ?

b) La solucién encontrada tiene el NMOS en saturacidn, el zener en ruptura y el diodo en
directa. Como se ha deducido antes el transistor no puede estar en triodo, y ademas
tampoco puede estar en corte mientras los diodos estén en conduccidn. Por lo tanto, los
valores maximo y minimo de Ve se derivan de una condicién de los diodos.

El requisito para que el zener opere en ruptura es que circule a través de él una corriente
comprendida entre un minimo I, min y un maximo dado por la potencia maxima:

P,
Iz max = Z"/’;“" = 40 mA

El requisito para el diodo es menos exigente, ya que no tiene intensidad minima y la intensidad
maxima es superior (100mA). Asi, los requisitos para el diodo zener son la condicién a imponer:

I=1Iymin—Vg=IR+V,+07 =182V

I=1Ipmax = Vg =IR+V,+07 =357V
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Este resultado es coherente ya que previamente hemos obtenido para Ve = 30 V una corriente
dentro del rango definido por I, min € Iz, max-
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